Sigurel

Deneyde yukarida goriilen figure 1 isimli devreyi kurduk. Devreyi kurarken asagidaki
degerlere gore ayarladik ve hesaplamalarimizi gerceklestirdik.
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1) Bu sorudaki figure 1 deki devreye gore asagidaki degerleri multimetre yardimiyla 6lctiik.
Bulunan degerler asagidaki gibidir.

Vo= 3.278 V Vi =5.069 V
V(;1 = BTN V{_;zz 3277V
Im = 179 HIA I[)z = 188 ITIA
Irer= 1.79 mA Io =1.88 mA

Yukandaki degerlerden de goriilebildigi gibi;

Ve = Ve
Ipi = lree

Iger = Io seklindedir.



2) Deneyin bu béliimiinde V.» akimini OV ile 8V arasinda asagidaki tablodaki gibi
degistirdik ve bu degisime gore Iy akiminin degerlerini multimetre yardimiyla 6lctiik.

Tablodan ve grafikten de goriildiigii gibi I, akimi 1.5 V — 1.75 V degerlerinden sonra
sabitlenmeye baslamistir. Clinkii MOSFET bu degerlerden sonra doyuma ulasiyor. Yani
Saturation’ a giriyor.
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Vce2 (V) lo (mA)
0,00 0,025
0,25 0,745
0,50 1,180
0,75 1,498
1,00 1,665
1,25 1,761
1,50 1,789
1,75 1,811
2,00 1,820
2,25 1,827
2,50 1,833
2,75 1,841
3,00 1,845
3,25 1,850
3,50 1,855
3,75 1,860
4,00 1,864
4,50 1,872
5,00 1,880
5,50 1,887
6,00 1,892
6,50 1,899
7,00 1,905
8,00 1,915

Vce2 - lo

2,000

1,500

*

—+ + o+ ¢+ @
*-QHM""”H

—

1,000

._ %

0,500

0,000

e [

0,00

2,00

4,00

6,00 8,00
Vecc2

10,00

—e—lo (MmA)




3) Deneyin son béliimiinde Vec2 voltajim 6nce 4V, sonra 6V ayarlayarak Io akimini dlctiik.
Bu degerlere gore Ro direncini (cikis direnci) asagidaki gibi hesapladik.

Vce2 (V) lo (mA)
4 1.864
6 1.892

R =| P | 6-4 (V)
| éGi, | 1.892-1.864 (mA)

On calismada’ da bu deger 81k Q bulunmustur.



